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１．概要（Summary） 

 複素透過率をもつビルトインレンズマスク(位相変調透過

板)によるレンズ効果を利用し、これを実際に作製した3次

元リソグラフィの可能性について既に報告している。ここで

は、その原理的な実験検証をさらに進めるため、改良型

ビルトインレンズマスクをの試作を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

大面積超高速電子線描画装置、露光装置（ステッパ

ー）、磁気中性線放電ドライエッチング装置 

【実験方法】 

今回は、新しく導入されたCr対応のドライエッチング装

置を用いた改良プロセスの設計を行った。Fig. 1 に示す

ように、大面積超高速電子線描画装置によりパターンを

形成し、Cr エッチング(磁気中性線放電ドライエッチング

装置)、ステッパーによる mix & match 露光を行い、石

英エッチング(磁気中性線放電ドライエッチング装置)で必

要部分の石英基板を掘り下げて位相変調部を作製する。 

 

Fig. 1 Process of phase modulation mask.  

３．マスク設計とデータ変換 

前回の実験からの改良として、マスク設計では、ピラミ

ッド状のフレームの高さを低くすることでパターンが大きく

開口することや干渉を防ぐ設計を行った。また、隣接する

パターン同士の干渉を防ぐためにパターンの上下にスペ

ースを空けた。(Fig. 2) 作成したマスクデータを bitmap

データとして出力し、GDSⅡデータに変換することにより、

EB露光とレチクルの描画データを作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Transform into bitmap data. 

 パターンの種類は前回のピラミッド状フレームを二種類

残し、新たに、鉄棒状フレームやサメ肌構造を加えたもの

を作成した。(Fig. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Overall layout of mask patterns.  

４．その他・特記事項（Others） 

 本研究は、天田財団の支援により行われた。 
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６．関連特許（Patent）     
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